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SPIS TRESCI
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I GaAsg,6Pos: Te—P.KAMINSKI,P. SROCZYNSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA . ..

' Badanie niejednorodnosci w bezdyslokacyjnych monokrysztatach krzemu po
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P. KAMINSKI, P. SROCZYNSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Wptyw gestosci dyslo-
kacji na strukture defektowg warstw epitaksjalnych GaAsg¢Po,4:Te

Otrzymano korelacje pomiedzy gestoscig dyslokacji w domieszkowanych Te wars-
twach epitaksjalnych GaAs, ¢Po,4 a koncentracja centrow B (Ec— 0,40 eV). Ustalono, ze
koncentracja centrow B jest proporcjonalna do gestosci dyslokacji w czwartej potedze.
Stwierdzono, ze centra B majg dominujacy wptyw na intensywnosc fotoluminescencji
jesli ich koncentracja jest wieksza niz5-10"° ¢cm 2.

M. PAWLOWSKA, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, P. KAMINSK|: Badanie niejedno-
rodnosci w bezdyslokacyjnych monokrysztatach krzemu po transmutacji neutronowej

Celem przedstawionej pracy jest badanie doskonatosci strukturalnej i jednorodnosci
monokrysztatow krzemu otrzymywanych metoda beztyglowa, domieszkowanych po-
przez transmutacje neutronowg. Zastosowano metody mikroskopowych obserwacji
zbieranego tadunku w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM-CCM) oraz mi-
kroskopowe obserwacje po selektywnym trawieniu chemicznym. Obrazy SEM-CCM
okazaty sie bardziej czutg metodg ujawniania rozktadu domieszek w poréwnaniu z in-
nymi metodami, np. z metodg rozptywu rezystywnosci.

A. OLSZYNA, K. PIETRZAK, W. RIEDL, W. WLOSINSKI: Spajanie ceramiki korundo-
wej z miedzig

W artykule przedstawiono aktualny stanzagadnienia dotyczacego spajaniaceramikiko-
rundowej z miedzig. Omowiono fizykochemiczne podstawy procesu spajania, jak row-
niez wtasne wyniki eksperymentalne dotyczace warunkow tworzenia ztaczy miedziz ce-
ramika koru ndowa.
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P. KAMINSKI, P. SROCZYNSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Dislocation density ef-
fect on electron trap concentration in Te-doped GaAs; 6Po,4

The correlation between the dislocation density and the concentration of the trap B (E -—
0,40 eV) in Te-doped GaAs, 6P, 4 has been established. The concentration of trap B in-
creases with the fourth power of the dislocation density. The photoluminescentinten- -
sity is controlled by the trap B if its concentration is higher then 5-10"® cm™2,

M. PAWLOWSKA, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, P. KAMINSKI: The in;/estigat/on
of heterogeneities in neutron transmutated silicon single crystals

The aim of the presentwork is the investigation of structural perfection and homogene-
ity of floating-zone grown silicon single crystals doped by neutron transmutation. The
Scaning Electron Microscope— Charge Collection Microscopy method (SEM-CCM) and
the microscopic observation of selective etched image is used. SEM-CCM images ap-
peared to by a more sensitive investigation method of dopant distribution in compari-
son to other methods (f.ex. spreading resistance method).

A. OLSZYNA, K. PIETRZAK, W. RIEDL, W. WtOSINSKI: The copper-to-corundum ce-
ramics bonding : :

Recent review on copper-to-corundum ceramics bonding has been given. General ap-
proach to bonding processes based on physico-chemical phenomena, as well as own
experimental results on conditions of copper-to-corundum junctions formation have
been presented.
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n. KAMWUHBCKW, M. CPOYNHBLCKWU, B. CYPMA, C. CTXXENEUKA: BrusHue nnom-
Hocmu oucnokayul Ha OePekmHyo CmpyKmypy 3nUMAaKkcuQribHbIX Cr10e8
GaASQ’5P0'4:Te 3

ObHapyxeHa Koppenauus MexAay nNAOTHOCTbO AUCNOKaUMin B anuTakcuanbHbIX
nneéHkax GaAs,,cPo,4, NErMpoBaHHbIX TENNYPOM, U KOHUEHTpauven ueHTpos B (Ec—
0,40 eV).

YCcTaHOBNEHO, YTO KOHLEHTpauna LeHTpoB B nponopuroHanbHa NAoTHOCTU AnCrioKa-
LMW B YETBEPTON CTENEHU.

LeHTpa B okasbiBaoT 4OMUHMPYOULEE BANAHWE Ha WHTEHCUMBHOCTb (HOTONHOMUHE-

CUEHLMMN eCn UX KOHUeHTpauusa 6onbwe 5- 10" cm ™3,

M. MABJTOBCKA, A. BYKOBCKW, C. CTXXENEUKA, N. KAMUHbCKW: Ucnsimarue
HE0OHOPOOHOCMU 8 6e30UCTOKAUUOHHbIX MOHOKPUCMAIIAX KPEMHUA nocre Hed-
MPOHHOU MpaHcMymayuu

Uenbto npeacraBneHHon pabotsl 6bifio MccnegoBaHne CTPYKTYPHOTO COBEpLIEHCTBA
1N OAHOPOAHOCTN MOHOKPWUCTaNNO0OB KPEMHUA, NONYYEHHOTo MeToAom BecturenbHOM
30HHOW NNaBKW C HEUTPOHHBIM NlermpoBaHnem. lNpuMeHANNMCL METOAbI MU KPOCKOMN-
yeckunx HabnogeHni cobpaHHOro 3apAfa B paCTPOBOM 31E€KTPOHHOM MWKPOCKOMe
(SEM-CCM), a Takke MUKPOCKONMYECKOro HabnioaeHna nocne XMMmMYeckoro cenek-
TUBHOTO TPABMNEHUA.

Habntopenna Ha SEM-CCM okasanuce 6onee 4yBCTBUTENbHBIM METOAO0M ANA orpede-
NeHWA pacnpeneneHna NpumMeceit NO CPaBHEHUIO C APYrMMU MeToAamu, Hanpumep
MEeTOAO0M pacTekaHuA CONPOTUBEHUA.

A. Ollb UbIHA, K. MET UAK, B. PUANb, B. BMOCUHbLCKW: /Matka kopyHOosoU Kepa-
MUKU € MeObHO

B cTatbe nokasaHo akTyanbHOE COCTOAHME 3aAa4m No BOMPOCy Nanku KOpyHA0BOW Ke-
paMnKun ¢ Meabio.

O6cyxaeHbl r3MKO-XMMUYECKMEe OCHOBbI Mpouecca nanku, a Takke COBCTBEHHbIE
3KCNEPUMEHTaNbHbIE Pe3yNbTaTbl KacatoLWmMecs yCnoBuiA CO34aHNA COeANHEeHN I Meau
C KOPYHAOBOW KEpaMuKOW.
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‘Data nadania stopnia doktora nauk fizycznych: 1985.07.04.
Praca zostala wyrdzniona.

BADANIE PROCESOW RELAKSACYINYCH W SZKLACH CHALKOGENIDOWYCH UKEtADU
Te-Ge-Pb

w‘praéy zostaly przedstawione wyniki badan proceséw relaksacji
strukturalnej w szkiach chalkogenidowych Te-Ge-Pb. Badano zmiany
entalpii 1 opornodci elektrycznej zachodzgce w wyniku relaksacji
strukturalnej. Badane szkia zostaly otrzymane przy uzyciu metody na-
tryskiwania /gun method/ zapewniajgcej szybkoé¢ chiodzenia ciekiego
stopu rzedu 106 K/s.

Analiza mechanizméw relaksacji byia prowadzona przy uwzglednieniu
rozwazan dotyczecych struktury szkiet Te-Ge~Pb. Przedstawiono wyniki
badarh dotyczacych wpiywu réznych rodzajéw obrébki cieplnej /chlodzenia
i grzania z réznymi szybkoéciami i wygrzewania izotermicznego/ oraz
wpiywu metody otrzymywania badanych szkiet na obserwowane efekty
relaksacji.

: Przeprowadzone badania procesu relaksacji strukturalnej w szktach
Te-Ge-Pb pozwalaje na wyréznienie nastgpujecych rodzajéw tego zjawiska:
- relaksacja nieodwracalne /proces dwuetapowy/, :

- relaksacja odwracalna obserwowana w temperaturach bliskich tempera-
turze przemiany zeszklenia,
- relaksacja odwracalna niskotemperaturowa.

Kinetyka relaksacji odwracalnej /zachodzgcej w poblizu przemiany
zeszklenia/zostata opisana.za pomocg funkcji Williemsa-Wattsa. Pomiary
opornoéci elektrycznej pozwolily na okreédlenie wpiywu procesu relaksa-
cji strukturalnej na energie aktywacji przewodnictwa elektrycznego
w badanych szkiach.
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